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Doctorado en Comunicaciones y Electronica
Temas Selectos de Electronica, Electronica Cuéntica, Matematicas, Seminario
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Doctorado en Energia
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FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

Tesis de Licenciatura’:

1.

8.

“Propiedades Electronicas de Nanoestructuras de Silicio”
Ulises Corona de la Cruz,

ESIME-Culhuacan, IPN

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica

Fecha examen: 25 de abril de 2003.

Acta No. 4198

“Disefio de un Controlador Digital PID, para controlar la Velocidad
de un Motor de CD”

Alvaro Miranda Duran,

ESIME-Culhuacan, IPN,

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica

Fecha examen: 23 de junio de 2004.

Acta No. 4599

“Analisis de un sistema de control aplicado al péndulo invertido”,
Omar Castillo Velasco,

ESIME-Culhuacan, IPN,

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica

Fecha de examen: 7 de septiembre de 2004.

Acta No. 4667

“Manipulacion en Tiempo Real de un Helicoptero de dos grados de Libertad”
Karina Verastegui Barranco

ESIME-Culhuacan, IPN,

Ingeniero en Computacion,

Fecha de examen: 18 de octubre de 2004.

Acta No. 653

“Estado Actual de la Criptografia Cuantica”
Tzitzik Janik Arellano Nava
ESIME-Culhuacan, IPN

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica
Fecha de examen: 9 de marzo de 2006.

Acta No. 5099

“Diserio de un controlador de atraso adelanto de fase por andlisis de respuesta en frecuencia
para un sistema de levitacion”.

David Méndez Sanchez

ESIME-Culhuacan, IPN

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica

Fecha de examen: 18 de agosto de 2006.

Acta No. 5218

“Modos Vibracionales en Nanoestructuras de Silicio”
Pedro Alfaro Calderén

ESIME-Culhuacan, IPN

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica

Fecha de examen: 17 de diciembre de 2007.

Acta No. 5739

“La espintronica y su impacto en las comunicaciones y electronica”

f Por reglamento las tesis de licenciatura en la ESIME-Culhuacan son siempre en coasesoria.



Arén Josué Garcia Moreno
ESIME-Culhuacan, IPN

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica
Fecha de examen: 11 de junio de 2009.
Acta No. 6141

“Aplicaciones de Alambres cuanticos semiconductores en baterias’
Jorge Arturo Tokunaga Pérez

ESIME-Culhuacan, IPN

Ingeniero en Comunicaciones y Electronica

Fecha de examen: 25 de noviembre de 2010.

Acta No. 6420

’



Tesis de Maestria:

1.

“Efecto de la Interconexion en la Funcion Dieléctrica del Silicio Poroso™
Fis. Salvador Felipe Diaz Albarran?,

Escuela Superior de Fisica y Matematicas, IPN,

Maestria en Ciencias (Fisica),

Fecha de examen: 14 de octubre de 2003.

“Propiedades Electrénicas y Opticas de Nanoestructuras de Silicio”,
David Guzméan Ramirez,

Seccidn de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrdnica,

Fecha de examen: 29 de marzo de 2004

Acta No. 057

“Efectos del Confinamiento Cudntico en las Propiedades Electronicas de Nanoalambres de
Germanio”

Ing. Ulises Corona de la Cruz

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrdnica,

Fecha de examen: 12 de septiembre de 2005.

Acta No. 090

“Modelo de un Acelerometro Superconductivo”

Ing. Luis Alberto Gallegos*

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrdnica,

Fecha de examen: 19 de mayo 2006

Acta No. 0106

“Densidad de Estados Electronicos de Nanoalambres de Germanio”

Ing. Alvaro Miranda Duran

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrdnica,

Fecha de examen: 22 de septiembre de 2006

Acta No. 0109

“Estudio Experimental del Comportamiento de un Arreglo Piramidal de M6dulos
termoeleéctricos”

Ing. Raul de la Cruz Ibarra?

Seccidn de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos,

Fecha de examen: 29 de noviembre de 2007

Acta No. 0007

“Enfoque de dos Temperaturas como una Aproximacion al Problema del Enfriamiento
Termoeléctrico”

Ing. Fernando Adan Serrano Orozco

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica

Fecha de examen: 12 de diciembre de 2007

Acta No. 0128

“Enfoque no Lineal al Problema del Enfriamiento Termoeléctrico”
Ing. Jesus Audelo Gonzalez
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,

¥ En codireccion



Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica
Fecha de examen: 12 de diciembre de 2007
Acta No. 0129

9. Propiedades Electrénicas de Alambres Cuanticos de Carburo de Silicio tipo g
Ing. José Luis Cuevas Figueroa*
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica,
Fecha de examen: 30 de junio de 2009
Acta No. 0157

10. “Modos Vibracionales en Nanohilos de Diamante”
Ing. Luis Alberto Boisson Sarabia
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica,
Fecha de ingreso: 01 de agosto de 2007

Fecha de examen: 22 de enero de 2010
Acta No. 0172

11. “Aplicacion de los Métodos Semi-empiricos y ab-initio al Estudio de la Estructura
Electronica de Nanoalambres de Diamante”
Josué Aron Garcia Moreno?
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica
Fecha de ingreso: 01 de agosto de 2007

Fecha de examen: 22 de enero de 2010
Acta No. 0175

12. “Estudio a primeros principios de las propiedades electronicas y vibracionales del Germanio
poroso”
Alejandro Trejo Bafios
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica
Fecha de ingreso: enero de 2009
Fecha de examen: 21 de enero de 2011 (Aprobado con Mencion Honorifica)
Premio a la mejor tesis de maestria en el IPN 2011
Acta No. 0203

13. “Estudio ab-initio de las propiedades electronicas de nanoestructuras de SiC”
Marbella Calvino Gallardo
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica
Fecha de ingreso: enero de 2009

Fecha de examen: 01 de junio de 2011 (Aprobado con Mencion Honorifica)
Acta No. 0208

14. “Nanoalambres de Germanio pasivados con litio”
Jorge Arturo Tokunaga Pérez*
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrénica
Fecha de ingreso: 01 de agosto de 2009
Fecha de examen: 11 de diciembre de 2012
Acta No. 0232

15. “Efecto del confinamiento en los modos dpticos de vibracion del Carburo de silicio poroso”
Josue Saeb Sanchez Hernandez

¥ En coasesoria



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Seccidn de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectrdnica
Fecha de ingreso: 17 de enero de 2011

Fecha de examen: 20 de enero de 2014
Acta No.
Registro IPN: B110256

“Propiedades mecanicas y electronicas de nanoalambres de silicio para aplicaciones a
baterias de Litio”.
Carlos Aarén Clorio Herrera*
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos
Fecha de ingreso: 17 de agosto de 2012
Fecha de examen: 23 de enero de 2015
Acta No.
Registro IPN: B120122
“Calor especifico de nanoalambres semiconductores no polares”
Lidia Lopez Palacios
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos
Fecha de ingreso: 17 de agosto de 2012
Fecha de examen: 24 de enero de 2015
Acta No.
Registro IPN: B120162

“Aplicaciones del silicio poroso a baterias de iones de Litio”

Alberto Rodriguez Acosta*

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos

Fecha de ingreso: 01 de agosto de 2013

Fecha de examen: 21 de enero de 2016

Registro IPN: B130912

“Mediometalicidad en nanoalambres semiconductores no polares’
Francisco De Santiago Varela*

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectronica

Fecha de ingreso: 21 de enero de 2014

Fecha de examen: 23 de junio de 2016

Registro IPN: A140454

“Efectos del litio sustitucional e intersticial en las propiedades electronicas del silicio poroso
aplicado a baterias de litio™

Israel Gonzalez Cortés?

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos

Fecha de ingreso: 04 de febrero del 2016

Fecha de examen: 31 de julio de 2017

Registro IPN: B150492

“Nanoalambres de diamante como fuentes emisoras de fotones”

Jess Ramirez Solano*

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos

Fecha de ingreso: 04 de febrero del 2016

Fecha de examen: 23 de enero de 2018

Registro IPN: A160780

“El Germanio poroso y su impacto en las baterias de Litio”

’



23.

24.

25.

Akari Narayama Sosa Camposeco*

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos
Fecha de ingreso: 04 de febrero del 2016

Fecha de examen: 24 de enero de 2018

No de Registro: A160784

“Silicon nanostructures as gas sensors for small-scale electronic devices”
José Eduardo Santana Sanchez*

Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Maestria en Ciencias de Ingenieria en Microelectronica

Fecha de ingreso: : 08 de agosto del 2016

Fecha de examen: 02 de agosto de 2018

Registro IPN: B160184

“Almacenamiento de hidrégeno en Silicio poroso”

Rubén Alvarez Valdivia

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos, IPN
Fecha de ingreso: 08 de agosto del 2016

Fecha de examen: 02 de agosto de 2018

No de Registro: B160510

“Estudio a primeros principios de las propiedades de monocapas de calcogenuros de titanio
para su uso en almacenamiento de energia”’

Jaime Eugenio Antonio Pallares

Maestria en Ciencias de Ingenieria en Sistemas Energéticos, IPN

Fecha de ingreso: 08 de agosto del 2017

Fecha de examen: 02 de agosto de 2019

No de Registro: B160510



Tesis de Doctorado:
1. Anélisis Semi-empirico de las Propiedades Electrdnicas y Opticas de Semiconductores
Nanoestructurados
M. en C. David Guzman Ramirez
Instituto Politécnico Nacional (Programa Institucional)
Doctorado en Comunicaciones y Electrénica-IPN,
Fecha de ingreso: 31 de agosto de 2004,
Fecha de examen: 31 de marzo de 2008. (Aprobado con Mencidn Honorifica)
Acta No. 0045
Registro IPN: B040946

2. Estudio de las propiedades electrénicas y dieléctricas de Nanoestructuras tipo zinc-blenda
M. en C. Alvaro Miranda Duran, CVU: 161671, SNI Nivel |
Instituto Politécnico Nacional
Doctorado en Comunicaciones y Electronica-IPN,
Fecha de ingreso: 15 de enero de 2007,
Fecha de examen: 14 de septiembre de 2010 (Aprobado con Mencion Honorifica)

Premio a la mejor tesis doctoral en el IPN 2011
Acta No. 0060
Registro IPN: A070209

3. Absorcién y Emision de Ondas Electromagnéticas en Nanoestructuras de Si 'y Ge
Pedro Alfaro Calderon, CVU: 211907, SNI: Candidato
Instituto Politécnico Nacional
Doctorado en Comunicaciones y Electronica- IPN,
Fecha de ingreso: 08 de agosto de 2005,
Fecha de examen: 19 de enero de 2011
Acta No. 0065
Registro IPN: B040946

4. Laregla de cuantizacion propiay su aplicacion en comunicaciones y electrénica
M. en C. Fernando Adan Serrano Orozco 8, CVU: 205838, SNI Nivel 1
Instituto Politécnico Nacional
Doctorado en Comunicaciones y Electrénica-IPN,
Fecha de ingreso: 26 de enero de 2009,
Fecha de examen: 29 de junio de 2012
Acta No. 081
Registro IPN: A090289

5. Efectos del Oxigeno en las propiedades electronicas en nanoalambres hidrogenados de SiC
tipo g
M. en C. José Luis Cuevas Figueroa, CVU: 290184, SNI Nivel |
Instituto Politécnico Nacional
Doctorado en Comunicaciones y Electronica- IPN,
Fecha de ingreso: 25 de enero de 2010,
Fecha de examen: 11 de diciembre de 2013
Acta No. 095
Registro IPN: A100543

6. “Estudio a primeros principios de las propiedades electronicas, dpticas y vibracionales de
nanoestructuras tipo zinc-blenda”
M. en C. Alejandro Trejo Bafios CvVU: 297298, SNI Nivel I,
Instituto Politécnico Nacional
Doctorado en Comunicaciones y Electronica-IPN,
Fecha de ingreso: 26 de enero de 2011.
Fecha de examen: 17 de febrero de 2015, (Aprobado con Mencién Honorifica)



Ganador del ""XXI CERTAMEN A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN EL AREA DE
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES 2016/1, IIM-UNAM

Acta No. 112

Registro IPN: A110539

7. “Efecto del cuasi-confinamiento y la pasivacion quimica superficial sobre los estados
electrénicos del Carburo de Silicio poroso”
M. en C. Marbella Calvino Gallardo CVU: 297222; SNI Nivel 1
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Doctorado en Comunicaciones y Electrénica- IPN,
Fecha de ingreso: 22 de agosto de 2011.
Fecha de examen: 30 de julio de 2015

Registro IPN: B111151
Acta 119

8. “Modos de vibracion en nanohilos semiconductores binarios tipo Zinc Blenda”
M. en C. Miguel Ojeda Martinez*, CVU 333142
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Doctorado en Comunicaciones y Electrénica- IPN,
Fecha de ingreso: 22 de agosto de 2012.
Fecha de examen: 5 de julio de 2016
Registro IPN: B121193

9. “Imagen cuadntica y sus aplicaciones”
M. en C. Carlos Ortega Laurel?,
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Doctorado en Comunicaciones y Electronica- IPN,
Fecha de ingreso: 21 de enero de 2014
Fecha de examen: 23 de marzo de 2017, (Aprobado con Mencion Honorifica)
Registro IPN: A140896

10. “sistemas medio-metdlicos para el desarrollo de dispositivos espintronicos”
Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIME-Culhuacan, IPN,
Doctorado en Comunicaciones y Electronica- IPN
M. en C. Jorge Pilo Gonzalez+ CVU 513484
Fecha de ingreso: agosto 2014
Fecha de examen: 25 de abril de 2018
Registro: B141272

Estancias de investigacion en el programa de retencién del CONACyYT

1. Dr. Eliel Carvajal Quiroz (IIM-UNAM, 2010), CVU: 123176, SNI: Nivel 2
(Enero-diciembre, 2010)

2. Dr. Fernando Salazar Posadas (IF-UASLP, 2012), CvU: 37707, SNI: Nivel |
(abril 2012 a marzo 2013)

3. Dr. Alvaro Miranda Durén, CVU: 161671, SNI: Nivel |
(Septiembre 2015-agosto 2016)

Estancias Sabaticas

1. Dr. Raul Escamilla Guerrero (IIM-UNAM), CVU: 15255, SNI: Nivel 2
(Julio 2014-julio 2015)

Estudiantes posdoctorales
1. Dr. José Eduardo Gonzélez Mireles (SENER-CONACYyYT, octubre 2018-septiembre 2020)



Tesis en Proceso
Doctorado

1.

“Ingenieria de la brecha prohibida de energia aplicada a espintronica y a sensores de
gases toxicos”

Francisco de Santiago Varela, CVU 595884

Doctorado en Comunicaciones y electronica, IPN

Fecha de ingreso: 08 de agosto de 2016

Registro: A161121

Estudio de las propiedades fisicas de nanoestructuras de Silicio aplicadas a dispositivos
de almacenamiento de energia

Israel Gonzalez Cortés, CVU: 716310

Doctorado en Energia, IPN

Fecha de ingreso: 07 agosto 2017

Registro: B170420

Sensado electronico y almacenamiento de energia en Nanoestructuras de Ge
Akari Narayama Sosa Camposeco, CVU: 701599

Doctorado en comunicaciones y electronica, IPN

Fecha de ingreso: 01 de febrero de 2018

Registro: A180935

Efecto de la dimensionalidad en las propiedades electronicas de nanoestructuras
semiconductoras binarias

Alma Lorena Marcos Viquez, CVU

Doctorado en comunicaciones y electronica, IPN

Fecha de ingreso: 01 de febrero de 2018

Registro: A180933

Nanoestructuras de Silicio aplicadas a sensado electrénico de gases toxicos
José Eduardo Santana Sanchez

Doctorado en comunicaciones y electrénica, IPN

Fecha de ingreso: 06 de agosto de 2018

No de Registro: B180800

Almacenamiento de energia en nanoestructuras de Carburo de silicio
Lucia Guadalupe Arellano Sartorius

Doctorado en comunicaciones y electronica, IPN

Fecha de ingreso: 21 de enero de 2019

No de Registro: A190725



PUBLICACIONES (2014-2019) indizadas en el Journal Citation Reports (JCR)

1. M. Calvino, A. Trejo, M. 1. Iturrios, M. C. Crisostomo, Eliel Carvajal y M. Cruz-Irisson
“DFT Study of the Electronic Structure of Cubic-SiC Nanopores
with a C-Terminated Surface”
Journal of Nanomaterials 2014, 471351 (2014)
ISSN: 1687-4129
doi: 10.1155/2014/471351
Factor de Impacto: 1.644
2. A.Trejo, L. Lopez-Palacios and M. Cruz-Irisson
“Theoretical approach to the phonon modes and specific heat of Germanium Nanowires”
Physica B 453, 14 (2014)
ISSN: 0921-4526
doi: 10.1016/j.physb.2014.05.005
Factor de Impacto: 1.352
3. J. Pilo, E. Carvajal, R. Oviedo-Roa, M. Cruz-Irisson, O. Navarro

“Interactions among magnetic moments in the double perovskitas Sr2Fe1+xM01.xOs ”
Physica B 455, 103 (2014)
ISSN: 0921-4526
doi:10.1016/j.physb.2014.07.057
Factor de Impacto: 1.352
4. A. Miranda, M. Cruz-Irisson y L.A. Pérez
“Controlling stability and electronic properties of small-diameter SiC nanowires by
fluorination™
International Journal of Nanotechnology 12, 218 (2015)
ISSN: 1741-8151
doi: 10.1504/1INT.2015.067207
Factor de Impacto: 0.454
5. A.Trejo, M. Ojeda, J.L. Cuevas, A. Miranda, L.A. Pérez, M. Cruz-Irisson
“Electronic structure and optical vibrational modes of 3C-SiC nanowires”
International Journal of Nanotechnology 12, 275 (2015)
doi: 10.1504/1INT.2015.067212
ISSN: 1741-8151
Factor de Impacto: 0.454
6. C. Ortega Laurel, Dong Shi-Hai, y M. Cruz-Irisson
“Equivalence of a Bit Pixel Image to a Quantum Pixel Image”
Communications in Theoretical Physics 64, 501-506 (2015)
doi: 10.1088/0253-6102/64/5/501
ISSN: 0253-6102
Factor de Impacto: 0.893
7. M. Calvino, A. Trejo, M. 1. lturrios, M. C. Criséstomo, Eliel Carvajal y M. Cruz-Irisson
“Modelling the effects of Si-X (X=F, CI) bonds on the chemical and electronic properties
of Si-surface terminated porous 3C-SiC”
Theoretical Chemistry Accounts, 135, 104 (2016)
doi: 10.1007/s00214-016-1861-5
ISSN: 1432-2234, 1432-881X
Factor de Impacto: 1.89
8. A.Trejo, A. Miranda, L.K. Toscano-Medina, R. Vazquéz-Medina, M. Cruz-Irisson
“Optical vibrational modes of Ge nanowires: A computational approach”
Microelectronic Engineering 159, 215-220 (2016).
doi:10.1016/j.mee.2016.04.024

ISSN: 0167-9317
Factor de Impacto: 1.87

9. R. Escamilla, E. Carvajal, M. Cruz-Irisson, F. Morales, L. Huerta, and E. Verdin
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http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00214-016-1861-5
http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2016.04.024

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

“XPS study of the electronic density of states in the superconducting Mo2B and M02BC
compounds”

Journal of Materials Science 51, 6411-6418 (2016)
doi: 10.1007/s10853-016-9938-z

ISSN: 0022-2461

Factor de Impacto: 2.371

J. Pilo, A. Trejo, E. Carvajal, R. Oviedo-Roa, M. Cruz-Irisson, O. Navarro

“Effect of the transition metal ratio on bulk and thin slab double perovskite SroFeMoQOg ”
Microelectronic Engineering 159, 110-113 (2016)

doi:10.1016/j.mee.2016.04.026

ISSN: 0167-9317

Factor de Impacto: 1.87

J. Pilo, J. L. Rosas, E. Carvajal y M. Cruz-Irisson
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